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ESTUDO DO TRANSPORTE ELETRONICO EM SEMICONDUTORES
BRUNO MARTINS MIRANDA, CLOVES GONCALVES RODRIGUES
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Objetivo: Analisar o transporte eletrénico em semicondutores a partir de uma
equacao de transporte do tipo Newton-Langevin. Mais especificamente
determinar a velocidade de deriva dos elétrons e o seu deslocamento no
semicondutor Arseneto de Géalio (GaAs). Método: A equacdo de Newton-
Langevin foi resolvida considerando-se uma forca elétrica do tipo F=qE e uma
forca de resisténcia ao movimento proporcional a velocidade do elétron.
Resultados: Obtivemos entdo duas importantes equacdes: a que descreve a
velocidade de deriva e a que descreve o deslocamento do elétron no
semicondutor submetido a um campo elétrico constante. Foram construidos
graficos da velocidade e da posicdo em funcdo do tempo para uma melhor
analise da forma como o elétron se comporta ao aplicarmos um campo elétrico
no semicondutor Concluséo: Verificamos que o elétron no semicondutor atinge
em um curto intervalo de tempo (da ordem de picosegundos) uma velocidade
de deriva préxima a mil metros por segundo, e para tempos maiores essa
velocidade se torna constante. Quanto a posi¢ao do elétron, esta aumenta de
forma exponencial para os primeiros instantes de tempo (da ordem de
femtosegundos), e para intervalos de tempo maiores (acima de um
picosegundo) a posi¢cao em funcao do tempo se torna linear.
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